
BSX21 

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy 
Firma: PHILIPS 
Wykonanie: tranzystor krzemowy epi-
taksjalno-planarny n-p-n w obudowie me-
talowej TO-18, kolektor połączony z obu-
dową 
Zastosowanie: sterowanie wskaźników cyf-
rowych 
Typy podobne: BFY45 (Siem) 

i max 5,81— 

Rys. 1-610. BSX21 

Wartości charakterystyczne1' 

min typ max 
'cBO 1 200 nA przy I

E
 = 0, U

C B
 = 90 V 

'cBO 0,25 50 fxA przy I
E
 = 0, U

C B
 = 90 V, tj = 150°C 

'cES 0,01 20 przy U
B E

 = 0, U
C E
 = 80 V, t

j
 = 85°C 

'E BO 0,5 200 nA przy I
c
 = 0, U

E B
 = 4 V 

'EBO 0,05 50 [i.A przy I
c
 = 0, U

E B
 = 4 V, tj = 150°C 

U CE sat 0,7 V przy I
c
 = 4 mA, I

B
 — 400 \J.A 

U BE sat 1,2 V przy I
c
 — 4 mA, I

B
 - 400 [aA 

H2\E 60 przy I
c
 = 1 mA, U

C E
 = I V 

20 80 przy I
c
 = 4 mA, t/C£ = 1 V 

H
2
i E 82 przy I

c
 = 10 mA, t/C£ = 1 V 

HZI E 55 przy I
c
 = 20 mA, U

C E
 = 1 V 

cc 3,4 4,5 pF przy J
E
 = I

e
 = 0, t/CB = 10 V 

CE 12 17 PF przy I c = I c = 0, t/£B = 0,5 V 

fr 60 160 MHz przy I
c
 = 4 mA, t/C£ = 10 V 

Wartości graniczne 

^CBO max 1202)4) V 

U CEO max 802)5) V 

UEBO max 56) V 
'C max 100 mA 

' c M max 2503) mA 

'e max 100 mA 

' e m max 250 mA 
p -* tof max 3007) mW 
./ max 175 °C 

thj-a max 0,5 °C/mW 

thj-c max 0,15 °C/mW 
l

stg - 6 5 - ^ + 175 °C 
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BSXZ1 

4•'fłaeij 

D tj = 25°C 
ł ) tranzystor BSX21 może pracować w zakresie przebicia 

do UCE = 160 V przy Ptct S 100 mW i lamb = 85°C 
3> tranzystor BSX21 może wytrzymać obciążenie po-

jemnościowe do 500 pF przed przełączeniem przy 
UcB max = 150 V 

*) Ic = 100 HA 
5 ł

 Ic — 4 mA 
« /£ = 100 iiA 
7> tamb = 25°C 

tj-25°C 

0,5 ttoM 

Rys. 1-611. Zależność pojemności C
e
 od na-

pięcia emiter-baza 
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Rys. 1-612. Zależność pojemności Cc od na-
pięcia kolektor-baza 

BSX21 
hw=f(tj} 
Ua*4V 
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Rys. 1-613. Zależność prądu zerowego emitera 
od temperatury złącza 
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Rys. 1-614. Zależność prądu zerowego kolek-
tora od temperatury złącza 
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Rys. 1-615. Charakterystyka 
dowego 



Rys. 1-616. Charakterystyka sterowania na-
pięciowego 

Rys. 1-617. Zależność częstotliwości granicz-
nej od prądu kolektora 
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Rys. 1-618. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od prądu kolektora tem-

peratury złącza 

Rys. 1-619. Zależność współczynnika wzmoc-
nienia prądowego od temperatury złącza 



Rys. 1-620. Charakterystyki wyjściowe Rys. 1-621. Zależność napięcia nasycenia 
kolektora od prądu kolektora 

Rys. 1-623. Zależność napięcia nasycenia 
bazy od temperatury złącza 

BSXZ1 

Rys. 1-622. Zależność napięcia nasycenia 
kolektora od temperatury złącza 


